
AlGaAs/GaAs太陽電池における表面再結合制御 
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はじめに：近年、再生可能エネルギーとして太陽電池が注目されているが、普及には低コスト、

高効率化が急務となっている。これまでに化合物半導体太陽電池において表面近傍の障壁層が効

率の向上に有効であると示されている[1]。今回、表面バリア層の最適化によって高効率な薄膜太

陽電池を作製する条件を調べたので報告する。 

実験：バリア層における Alの組成比や膜厚を変えることで表面再結合の制御を行った。分子線エ

ピタキシー(MBE)法で太陽電池構造の成長を行った。作製した太陽電池に対して、AM1.5、1sun、

25℃の条件下で外部量子効率(EQE)を測定した。バリア層の膜厚を変化させた際の EQE を Fig.1

に、Alの組成比を変化させた際の EQEを Fig.2に示す。 

結果と考察：Fig.1は、バリア層の膜厚が 10nmのサンプルで最も高い EQEが得られていることを

示している。バリア層の無いサンプルでは、フォトンエネルギーが大きくなるにつれて EQEが急

に落ち込んでいる。これは、電子が表面へ拡散して、表面で再結合しているためであると考えら

れる。バリア層の膜厚が 100nmのサンプルについては、高エネルギーのフォトンがバリア層で吸

収されるために EQE が落ち込んでいると予想される。Fig.2 は、バリア層の膜厚を 10nm にして

Al の組成比を変化させた場合の EQE を比較している。フォトンエネルギーがバリア層のバンド

ギャップエネルギーより大きい部分では、EQEがそれぞれ減少しているのが分かる。これは、バ

ンドギャップエネルギーより高いエネルギーのフォトンにより発生したキャリアが表面に拡散し

て再結合するためであると考えられる。 
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Fig.1 External quantum efficiency as a function 

of the barrier layer thickness (Al:30%) 

Fig.2 External quantum efficiency as a function 

of the Alminum content  
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